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Rezumat:

Inventia se referd la tehnologia semiconductorilor si poate fi utilizata la obtinerea straturilor epitaxiale de fosfurd de indiu cu
parametrii electrofizici dirijabili.

Pentru excluderea pierderilor de material al sursei in procesul de saturatie a ei cu fosfor i asigurarea dirijabilitatii compozitiei
fazei gazoase prin intermediul procedeului solicitat, care include pregatirea utilajului, decaparea chimicéd a substraturilor, purjarea
reactorului cu hidrogen, termostatarea triclorurii, incélzirea sursei si a substraturilor, decaparea gazoasa a substraturilor, cresterea
straturilor se efectueaza utilizdnd concomitent sursele de indiu lichid si fosfura de indiu solida, amplasate in canale diferite.

Rezultatul tehnic al inventiei constd in reducerea considerabila a pierderilor de indiu in procesul de saturatie a lui cu fosfor si
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